DISCIPLINA(PPEF0018): CIRCUITOS ELETRONICOS E APLICACOES

. CARGA HORARIA CREDITOS
OBRIGATORIA TEORICA PRATICA EAD/SEMIPRESENCIAL TOTAL
( )SIM ( X) NAO 60 0 - 60 4
PRE-REQUISITO: SEM PRE-REQUISITO
AREA DE CONCENTRACAO: (X) OPTOELETRONICA () MATERIAIS
NIVEL: MESTRADO
EMENTA:

INTRODUGAO AOS MATERIAIS SEMICONDUTORES., DIODOS DE JUNGCAO E SUAS
CARACTERISTICAS TERMINAIS, TRANSISTORES DE EFEITO DE CAMPO (FET, TRANSISTOR
BIPOLAR DE JUNGAO (BJT), AMPLIFICADORES OPERACIONAIS, ELETRONICA DIGITAL,
DISPOSITIVOS ESPECIAIS DE CHAVEAMENTO.

CONTEUDO PROGRAMATICO:

- INTRODUCAO AOS MATERIAIS SEMICONDUTORES: Bandas de energia nos solidos,
Isolantes, semicondutores e metais, Fendmenos de transporte em semicondutores, Semicondutor
intrinseco e dopagem de semicondutor, A juncdo PN.

- DIODOS DE JUNGAO E SUAS CARACTERISTICAS TERMINAIS: Caracteristicas do diodo, O diodo
Zener, Aplicagtes de diodo, Retificacdo. Regulacdo de tenséo, Fonte CC.

- TRANSISTORES DE EFEITO DE CAMPO (FETS): Principios de opera¢éo dos MOSFETSs Principio de
operacdo do JFET, Polarizacdo. FETs como amplificadores. MOSFETs de poténcia, Uso de FETs
como chaves.

- TRANSISTOR BIPOLAR DE JUNCAO (BJT): Principios de operacdo. Modos de operacao,
Polarizacdo, O BJT como amplificador, O BJT de poténcia, Uso do BJT como chave eletronica.

AMPLIFICADORES OPERACIONAIS. O caso ideal. Configurac¢des basicas, O amplificador operacional
real e suas limitagBes praticas.

- ELETRONICA DIGITAL. Conceitos basicos, Inversores NMOS, Portas NMOS, Inversor com BJT,
Circuitos DTL, Circuitos TTL, Circuitos ECL.

- DISPOSITIVOS ESPECIAIS DE CHAVEAMENTO: O SCR e seu principio de operagdo, métodos de
disparo e métodos de comutacdo. O TRIAC e seu principio de operacédo e modos de disparo. O tiristor
blogueavel (GTO), O ftransistor bipolar de porta isolada (IGBT) e seu principio de funcionamento,
Exemplos de aplicagbes de dispositivos de chaveamento.
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